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ああああららららまままましししし  

反応拡散系を模擬したアナログ CMOS 集積回路の構成法について提案する。反応拡散系のパターン生成機能

を集積回路上に模擬することで、並列かつ高速な画像処理デバイスを作ることが可能である。本稿においては反

応拡散モデルの一つであるチューリングモデルをアナログ CMOS 集積回路に実装した。この集積回路は紋様画

像などの修復や強調の処理に応用可能であり、一例として指紋画像の復元などに適用できると期待される。
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Abstract  

We propose an analog CMOS integrated circuit that imitates the reaction-diffusion system. We can make a parallel, high-

speed image processing device by imitating a pattern formation of the reaction-diffusion system on a integrated circuit. In this

paper, we designed the Turing's reaction-diffusion system on an analog CMOS integrated circuit. We expect that this integrated

circuit can be applied to the restoration of a pattern image, the processing of a pattern emphasis and the restoration of a

fingerprint pattern.
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1. ははははじじじじめめめめにににに

反応拡散系とは多種の物質間の化学反応と物質の

拡散が混在した非平衡―開放システムである [1]。こ

の系は自然界の至る所に存在し生物の自己組織化など

の舞台になっていると考えられている。この反応拡散

系は強い非線形性をもち、様々な工学的応用が研究さ

れている [2][3]。本稿ではその一つであるチューリン

グ反応拡散系を模擬したアナログ CMOS 集積回路の

構成法、チップ試作、試作チップ測定結果について報

告する。

チューリング反応拡散系は 1952 年に A. Turing が生

物の形態形成を物理的に説明するために用いられた

[4]。この系は「適切な条件下で 2 つの物質が互いの

物質生成を制御しつつ拡散する時、物質の濃度パター

ンが空間的な秩序構造（チューリングパターン）を形
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